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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Термины и определения

Semiconductor detectors of ionizing radiation. 
Terrr.s and definitions

ГОСТ
1 8 1 7 7 - 8 1

Взамен
ГОСТ 11177—72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 
1981 г. М9 44J5 срок введения установлен

С 01.01. 1983 Г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех­
нике и производстве основные понятия полупроводниковых детек­
торов ионизирующих излучений.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме­
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер­
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер­
мина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при­
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре­
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз­
личного толкования. Установленные определения можно, при необ­
ходимости, изменять по форме изложения, нс допуская нарушения 
границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк­
виваленты стандартизованных терминов на немецком (/)), англий­
ском (/:) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее об­
щие понятия, используемые в полупроводниковых детекторах ио­
низирующих излучений.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым.

Издание официальное
■А-

Перепечатка воспрещена

£• Издательство стандартов, 1982 г.



Стр. 2 ГОСТ 18177—81

Термин Определение

ВИДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИИ

I. Полупроводниковый детектор 
ионизирующею юлу чей ни

ППД
D. ilalbleiterdotoktor
E. Semiconductor detector
F. D6tecto'ir scfnt-conducJeur

2 Импульсный полупроводнико­
вый детектор ионизирующего из­
лучении

Импульсный ППД
Г). Impulshaibfeiterdclektor
К Pulse semiconductor detector
F. Dctecteur semi-conduetcur й 

impulsions

3. Пропорциональный импульс­
ный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучении

Пропорциональный импульс­
ный ППД

D. Llncarer Imputshalblciterde- 
tektor

E. Linear pulse semiconductor 
defector

l \  DcJecteur semi-condueteur a 
impulsions. НпЫге

4 Непропорциональный импульс­
ный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения

Непропорциональный им­
пульсный ППД
Г). Nichtlincorer Imputshalblel- 

terdetektor
Е, Non-llr.enr pulse semiconduc- 

lor detector
(•'. Dclcclcur semi-conductcur з 

Impulsions, non lin£aire

5 Аналоговый полупроводнике- 
ьый детектор ионизирующего из- 
лучеиия

Диалоговый ППД
Г>. Analoger Halblciterdctcktor
E. Analogue semiconductor de­

tector
F. IX-tectcur scmi-conducteur 

analogique

По ГОСТ 14105-76

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, у которого выходным сиг­
налом является совокупность электрических 
импульсов, причем каждой ионизирующей 
частице, проязакиодей стонавшей с мате­
риалом чувствительной области детектора, 
соответствует один импульс выходного сиг 
нала

Импульсный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения, я котором а ми­
ли гуда импульса выходного сигнала про­
порциональна энергии ионизирующей час­
тицы. поглощенной в его чувствительной 
области

Импульсный полупроводниковый детектор 
ионизируютс-го излучении, в котором амп­
литуда импульса выходного сигнала непро­
порциональна энергии ионизирующей час­
тицы, поглощенной в его чувствительной 
области

Полупроводниковый детектор ионизирую 
щего излучения, у которого выходным сиг­
налом является электрический ток или за­
ряд, причем указанные физические величи­
ны являются монотонной непрерывной 
функцией характеристик поля ионизирую­
щего излучения, в котором находится де­
тектор



ГОСТ 18177-81 Сгр. 3

Термин Овредллело

G. Токовый полупроводникоимй 
детектор ионизирующего кзлуче 
н ня

Токовый ППД
D Strom-Hallileilerdcteklor
1-'. Current semiconductor dctcc- 

lor
F. Detect cur scmi-eonducteur a 

ronrant
7 Спектрометрический полу про 

водииковый детектор ионизирую 
IN его излучения

Спектрометрический ППД

S. Счетный полупроводниковый 
детектор ионизирующего им  уче­
ния ..•£•

Счетный ППД

?) Временной полу провод нико- 
иый дехектор ионизирующего из 
лучения

Временной ППД

10 Пролетный полупроводни­
ковый детектор ионизирующего из­
лучения

Пролетный ППД
D Durchschuss-HalbleiterdeteklOr
Е Transmission semiconductor

detector
F. DiMrctrur scmi-conducteur !> 

transmission
11. Позиционный полупроводнн 

ковый детектор ионизирующею из­
лучения

Позиционный ППД

12. Полупроводниковый детек­
тор ионизирующего излучения с 
р—и структурой

ППД с р—л структурой
13. Полупроводниковый детек 

тор ионизирующего излучения с 
p—i—n структурой

ППД с г? -I— п структурой

Аналоговый полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения, прнмегхмшй 
при измерении или регистрации физической 
ветчины. характеризующей плотность по­
гона или перенос анергии ионизнрухкигг-о 
hi лучения

Пропорциональный импульсный полупро­
водниковый детектор 11он1инруюшгго излу­
чения. 'применяемый при измерении зиер- 
гни ионизирующих частиц иля лкргстнче- 
сноп распределения ионизирующего палу - 
•гении

Импульсный полупроводниковый ЛСТСКТОр 
ионизирующего излучения, применяемый 
при измерении потока, плотности потока 
и.хн переноса ионизирующих чаегтщ, мощ­
ности «ксиозкшюпиой дозы или жегадзици- 
oiniofi дозы фотонного излучения 

Полупроводниковый детектор ионизирую- 
щего излучения, применяемый при опре­
делении моментов взаимодействия ионизи­
рующих частиц с веществом чувствитсдь- 
||<>Г| области детектора 

Импульсный полупроводниковый дстсх- 
гор ионизирующего излучения, применяе­
мый при измерении удельных потерь эпер 
тип заряженных части н веществе чувст­
вительной облает  дстс':-орз

Импульсный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения, применяемый 
при определение координат места регкег- 
рации заряженной частицы и чупстьигель- 
ной области детектора 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительной областью 
«дорого является обедненный слой р—п пе­
рехода

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительной областью 
которого является i-обдасть p - i - - n  струк­
туры



Стр. 4 ГОСТ 11177—Й1

Термин Оаредмевие

М. Поверхностно-барьерный по 
лупроводпикояый детектор иони­
зирующего излучения

Поверхностно-барьерный
ППД
D ObcrllaclTcnspcrnschichtdctek- 

tor
E. Surface-barrier semi-eonduc- 

lor dcteclor
F Detecteur semi-conducteur a 

harrier? do surface 
16. Однородный полупроводни­

ковый детектор ионизирующею из­
лучения

Однородный ППД

16 Полупроводниковый де?ск 
тор ионизирующего излучении с 
поверхностным барьером

ППД с поверхностный барье­
ром
17 Усиливающий полупроводни­

ковый *е тектор ионизирующего 
излучения

Усиливающий ППД
?>. H.iUiloilerdotektor mil тппетег 

VcrstSrkung
F. Amplifying semiconductor de- 

ector
F. Defeclcur acmi-conducteur a 

•nplificnion interne
18. Полупроводниковый детек­

тор ионизирующего излучения из 
особо чистого германия

ППД ОЧ Г

19 Диффузионный полупровод­
никовый детектор ионизирующего 
излучения

Диффузионный ППД 
D. HalhTciterdetektor mil dlffun- 

diertcr Sperrschicht 
E Diffused junction semiconduc­

tor detector
F. Deiocteiir semi-conducteur a 

jonction iliffu$6e
20. Дрейфовый полупроводнико­

вый детектор ионн тирующего из­
лучения

Дрейфовый ППД

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучении, чувствительной областью 
которого является обедненный слой перехо­
да шотгкн

Полупроводниковый детектор моннзирую- 
щего излучеиня, содержащий омические пе­
реходы. чувствительной областью которого 
является однородный по типу электропро­
водности полупроводниковый материал 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, содержащий переход Шог- 
чья

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, в котором происходит раз­
множение зарядов, образованных ионизи­
рующей частицей я чувствительной области
детектора

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область ко­
торого создастся из особо чистого герма­
ния с концентрацией атомов электрически ак­
тивных примесей мс более 3-10!<! см * 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, структура которого созда­
ется в результате диффузии легирующих 
примесей в полупроводниковый материал

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область 
которого создается в результате дрейфа 
ионов легируются примеси в полупровод­
никовый материал



ГОСТ 18177—в ! Стр. 5

Термин Оярелслснис

21 Диффузионно-дрейфовый по­
лупроводниковый детектор иони­
зирующего излучения

Ли фф уз ио и и о - дрейфов м fi 
п и л
22. Радиационный полупроводни­

ковый детектор ионизирующего 
излучения

Радиационный ППД

П р и м е ч а н и е .  Дрейфовый полупро­
водниковый детектор ионизирующего из­
лучения, я которой происходит дрейф 
ионов литии, называется литий-дрейфо- 
дым
Дрейфовый полупроводниковый детектор 

ионизирующего излучения. и полупроводни­
ковый материал которого легирующая при­
месь введена в результате диффузии

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область ко­
торого создается в результате технологиче­
ской обработки полупроводникового мате-

23 Планарный полупроводнико­
вый детектор ионизирующего из­
лучения

Планарный ППД
24. Коаксиальный полупровод­

никовый детектор ионизирующего 
излучения

Коаксиальный ППД
25. Составной полупроводнико­

вый детектор ионизирующего из­
лучения

Составной ППД

риала ионизирующим излучением 
Полупроводниковый детектор ионизирую­

щего излучения, чувствительная область ко­
торого представляет собой слой, ограничен­
ный параллельными плоскостями 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область 
которого расположена вокруг его централь­
ной оси

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, в котором п единую кон­
струкцию объединены несколько полупро­
водниковых детекторов ионизирующего из-

20. Мозаичный полупроводнико­
вый детектор ионизирующего из- 
лучения

Мозаичный ППД

лучения
Составной полупроводниковый детектор 

ионизирующего излучения, чувствительная 
область которого составлена из чувстви­
тельных областей отдельных полупровод­
никовых детекторов ионизирующего и злу-

2? Монолитный полупроводни­
ковый детектор ионизирующего из­
лучении

Монолитный ППД 
28. Конверторный полу-провод 

имковий детектор ионизирующего 
излучения

Конверторный ППД

чекия
Полупроводниковый детектор ионизирую­

щего нзлучеяпп. конструктивно технологиче­
ское исполнение которою обеспечивает от­
сутствие внутренних пустот

Полупроводниковый детектор ионизиру­
ющего излучения, конструктивные элемен­
ты которого содержат вещества, преобра­
зующие первичное излучение гак. что ре­
гистрация этого излучения проводится С 
большей >ффекгшя1оегыо

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИИ 

29. Чувствительная область по- Часть объема полупроводникового детск-
лупроводникового детектора иони­
зирующего излучения

Чувствительная область ППД

гора ионизирующего излучения, э пределах 
которой взаимодействие ионизирующего из­
лучения с полупроводниковым материалом



Стр. 6 ГОСТ 18177—81

Термин

D. Empfindltches Volumen cincs 
HalblederdcteMors

П. Sensitive volume of a semi­
conductor detector

Г. Volume utite d'un dctccteur 
semi-condueteur

30. Мертвый слой полупроводни­
кового детектора ионизирующего 
излучения

Мертвый слой ППД
D. Verarmungschicht In elnem 

Haibicitcrdelcctor
E. Dead layer oi a semi-conduc­

tor detector
Г. Zone morte d'un detecteur 

semi-conducteur
31. Входное окно полупроводни­

ковою Детектора непосредственно 
ионизирующего излучения

Входное окно ППД
D Tcnstcr cincr Halblcitcrdcteti- 

iors

Определяйте

приводит к возникновению сигналов на 
сигнальных выводах детектора.

П р и м е ч а н и е .  Для конверторного 
полупроводникового детектора ионизиру­
ющего излучения данное определение от­
косится ко вторичному ионизирующему 
излучению
Часть полупроводникового детектора ио­

низирующего излучения, расположенная 
между наружной поверхностью и чувстви­
тельной областью детектора, а пределах 
которой взаимодействие ионизирующего из­
лучения с вещество и не приводит к воз­
никновению сигналов на сигнальных выво­
дах детектора

Часть наружной поверхности полупро­
водникового детектора ионизирующего из­
лучения, через которую рстегрируемое не­
посредствен но ионизирующее излучение по­
падает в чувствительную область детектора

E. Window of a semi conductor 
detector

F. Fcnc'.rc ifn:l dctecteur semi 
condncteur

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

3» Диапазон рабочих напряже­
ний полупроводникового детекто­
ра ионизирующего излучения

Диапазон рабочих напряже­
ний ППД

33. Максимально допустимое на­
пряжение полупроводникового де­
тектора ионизирующею излучения

Максимально допустимое на­
пряжение ППД

34. Оптимальное напряжение 
спектрометрического полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения

Оптимальное напряжение 
спектрометрического ППД 
35 Емкость полупроводникового 

детектора ионизирующего излуче­
ния

Емкость ППД

Диапазон электрических напряжений, 
Приложенных к сигнальным яы1»гмч полу­
проводникового детектора ионизирующего 
излучения, в котором один или несколько 
параметров детектора находятся п ,пдой­
ных пределах

Наибольшее значение электрического на­
пряжения, приложенного к сигнальным вы­
водам полупроводнихояого детектора иони­
зирующего излучения, после воздействия 
которого еще не имеют места необратимые 
изменения параметров детектора

Электрическое напряжение, приложенное 
к выводам полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, при котором дос­
тигается наименьшее значение энергетиче­
ского разрешения детектора

Электрическая емкость полупроводнико­
вого детектора ионизирующего излучения, 
измеренная между сигнальными выводами 
детектора
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Тернии Определение

36. Темновой ток полупроводни 
нового детектора ионизирующего 
излучения

Темновой ток ППД
D. Dunkelstrom cines Halbleiter- 

deteklors
E. Dark current of a semi-con­

ductor detector
F. Courrant <l‘obscurit6 d’un d6- 

tcctcur semi-conducteur
37. Шум полупроводникового 

детектора ионизирующего излуче­
ния

Шум ППД

33. Энергетический эквивалент 
шума полупроводникового детек­
тора ионизирующего излучения

Энергетический эк о и валеит
шума ППД
30. Средняя частота следования 

фоновые импульсов полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения

Средняя частота следования 
фоновых импульсов ППД

Электрический ток, протекающий через 
сигнальные выводы полупроводникового де­
тектора ионизирующего излучения при от­
сутствии падающего на детектор ионизиру­
ющего излучения и при отсутствии проник­
новения света в чувствительную область 
детектора

Среднее квадратическое значение флук­
туации электрического заряда, возникающе­
го на сигнальных выводах полупроводни­
кового детектора ионизирующего излучения 
при отсутствии падающего на детектор ио­
низирующего излучения и при отсутствии 
проникновения света в чувствительную об­
ласть детектора

Шум полупроводникового де;ектора иони­
зирующего излучения, выраженный в энер­
гетических единицах, то есть умноженный 
на 2 355 и деленный на коэффициент пре­
образовании материала детектора

Усредненное но времени число импуль­
сов на сигнальных выводах полупроводни­
кового детектора ионизирующего излучения, 
имеющих амплитуду больше заданного зна­
чения и не связанных с регистрацией внеш­
них ионизирующих излучений

ОСНОВНЫЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДЕТЕКТОРА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

40. Чуссткн 1С.Н.НЛГ1Ц полупро­
водникового детектора ионизирую­
щего излучения

Чувствительность ППД
D. Empfindlichkcit elnes Hnlbtei- 

lerdclekiors
E Sensitivity of a semi-conduc­

tor detector
F. Scnsibititte d'un detcctcur 

semi-conducteur
41. Дискретная чувствительность 

полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения

Дискретная чувствительность
ППД

Отношение изменения информативного 
параметра выходного сигнала полупровод- 
инкооого детектора ионизирующего излуче­
ния к изменению физической величины, ха­
рактеризующей источники или поле иони­
зирующего излучения при определенной 
ориентации детектора в ото поле

Чувствительность полупроводникового 
детектора ионизирующего излучения, у ко­
торого информативным параметром выход­
ного сигнала является число импульсов, 
имеющих амплитуду больше определенного 
значения, а физической величиной, харак­
теризующей источники или поле ионизиру­
ющего излучения, является перенос частиц 
или экспозиционная доза фотонного излу­
чения за время набора указанных импуль­
сов



Стр. 8 ГОСТ 11177—81

Терния Оаределеиис

42. Аналоговая чувствительность 
полупроводникового детектора но- 
визирующего излучении

Аналоговая чувствительность
ППД

43. Чувствительность спектро­
метрического полупроводникового 
детектора ионизирующего нзлуче- 
ния

Чувствительность спектро­
метрического ППД

44. Абсолютная эффективность 
спектрометрического полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения

Абсолютная эффективность
спектрометрического ППД
D Totalalisorplion.s-Nachwci- 

swahrscheiniichkeit
П. Total absorption detection ct- 

ficncy
F. Rcndement d'absorption tota- 

ie dc detection
45. Энергетическое разрешение 

спектрометрическою полупро­
водникового детектора ионизирую­
щего излучения на полувысоте 
распределения

ПШПВ ППД
Е>. MalbwcTtbrcite eincs Haibtci-

•erdeiektora
1 . Full width at hall maximum 

(FWHM) of a semi-conductor de­
tector

F. Largeur й mit-houtcur (LMH) 
d'un detecteur semi-conducteur

46. Энергетическое разрешение 
спектрометрического полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения на одной десятой 
высоты распределения

П1НДВ ППД

Чувствительность полупроводникового де­
тектора ионизирующего излучения, у кото­
рого информативным параметром выходно­
го сигнала является электрический юк 
или заряд, а физической величиной, харак­
теризующей источники или поле ииии.зирую- 
щего излучения, является физическая ве­
личина, характеризующая плотность пото­
ка или перенос энергии

Чувствительность полупроводникового 
детектора, у которого информативным па­
раметром выходного сигнала является чис­
ло импульсов в пике полного поглощения, 
а физической величиной, характеризующей 
источники или поле ионизирующего излу­
чения, является перенос ионизирующих час­
т и  данной энергии у* время набора ука­
занных импульсов

Отношение числа импульсов, возникаю­
щих на сигнальных выводах полупроводни­
кового детектора ионизирующего из.тучения 
в инке полного поглощения, за вычетом 
фоновых импульсов, к количеству ионизи­
рующих частиц, испускаемых точечным ис­
точником, установленным па определенном 
рзссгояшш от детектора, и угле 4л

Иираженпай в энергетических единицах 
ширина распределения амплитуд им­
пульсов выходного сигнала полупровод 
никового детектора ионизирующего излуче­
ния. измеренная иа полувысоте этого рас­
пределения. соответствующего пплмпчу по­
глощению регистрируемого моноччергети- 
чесхого излучения в" чупсгв1гтелык>п пб.г>- 
стн детектора

Выраженная в энергетических единицах 
ширина распределения амплитуд импульсов 
выходного сигнала полупроводникового де­
тектора ионизирующего излучения, измерен­
ная на одной десятой высоты этого распре­
деления. соответствующего полному погло­
щению регистрируемого моноэнергетичеехо- 
го излучения в чувствительной области де­
тектора
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Термин Определен*г

•17. Относительное энергетическое 
разрешение спектрометрического 
полупроводниковою детектора но 
минирующего излучения

Относительное энергетическое 
разрешение спектрометрическо­
го Г1ПЛ

•18. Отношение ник-комптон 
спектрометрического полупровод 
иикового детектора фотонного из 
лучения

Отношение пкк кометой ППЛ

49. Временное разрешение полу­
проводниковою детектора ионизи­
рующею излучения

Временное разрешение ППД

Ч) Время нарастания импульса 
заряда или напряжения выходно­
го сигнала полупроводникового де­
тектора ионизирующего излучения

Время нарастания импульса 
заряда или напряжения выход­
ного сигнала ППД
D. Ansilegzcit cities Halbteiter- 

<lcfcW<n>
П. l?ise lima of a semi conductor 

detector
F. Temps <le montte d'un dfi- 

tecleur semi - com! uctcur 
5! Радиационная помехоустой­

чивость полупроводникового детек­
тора ионизирующего излучения

Радиационная помехоустой­
чивость ППД
I). Sefektivitat einc.s Halblciler- 

ileel<iois
E. Selectivity of a semi-conductor 

detector
F. Selectivity d'un d6lecteur se­

mi conduetcor
52. Энергетический эквивалент 

толщины мертвого слои полу про 
водиикопого детектора ионизи­
рующего излучения

Энергетический эквивалент 
толщины мертвого слоя ППД

Отношение шергстнчеемчо рааршчлмя 
спектрометрическою 1:олу<|ро»одкнкож>го 
детектора ионизирующею излучении на по- 
лувысотс распределении к значению игр 
гия, соответствующему максимуму ника 
распределения амп-штуд выходного о п а л а  
детектора, по которому определено и «  or- 
ношение

Отношение числа отсчегон а максимуме 
пика полною поглощения распределения 
аМПЛИТуД ИМПУЛЬСОВ ПЫХОДЯОГО сигнала ио- 
лупроводявковою детектора пошив pvmuic 
го излучения к усредпснному числу ысче- 
тов. соответстпуимцих плато комсюиовско 
го распределения данной энергии

Ширина распределения интервалов вре­
мени от момента иоиадання иошиирующеА 
частоты в чувствительную область иолу- 
проводникового детектора ионизирующею 
излучения до момента, когда амплитуда 
импульса выходного сигнала детектора дос­
тигает заданного значения, измеренной на 
полузисотс этого распределения

Интервал времени, в течение которого 
импульс заряда или напряжения выходного 
сигнала полупроводникового детектора ио­
низирующего излучении изменяется or 1C 
до 90% от сто максимального значения

О.ношение эффективности или чувстви 
ie-тынкти •юлуиронодиикоянгп детектора 
при регнетрачнп почнаирующего излучения, 
для определения характеристик которого 
он предназначен, к эффективности л.»и чув­
ствительности дстенгпра при рог пег ранни 
сопутствующего иэлут мня

Потери зиериш пинн шрующего iijiyic- 
1:ия определен ноги типа м энергии в мер г 
ном слое полупроводниковою детектора при 
нормальном падении ионизирующего излу­
чения на входное окно детектора
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Терния Определевие

S3 Эффективность собирания за­
ряда полупроводниковою детекто­
ра ионизирующего излучении

Эффективность собирания за­
рыла ППД

Отношение заряда, возникающего на сиг­
нальных выводах полупроводникового ле- 
тек гора к заряду, создаваемому ионизирую­
щей частицей в чувствительной области де­
тектора.

П р и м е ч а н и е .  Термин ие распрост­
раняется на усиливающие полупрозодни- 
колые детекторы ионизирующего излуче­
ния

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Время нарастания импульса заряда или напряжении выходного сиг­
нала полупроводниковою детектора моимтирующею излучения 50

Время нарастании импульса заряда или напряжения выходного сиг­
нала ППД 50

Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый 1
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый аналоговый 5
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый временной 9
Детектор ионизирующего излучения полупроволникопый диффузионный 19
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый дрейфовый 20
Детектор ионизирующего излучения полупроволникопый диффузионно- 

1рсйфопмй 21
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый из особе чис­

тою Icp.ua и и я 18
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый импульсный 2
Детектор мони тирующего излучения полупроводниковый импульсный 

|№прлпорц||оиальпнй 4
Детектор истьирующего излучения полупроводниковый импульсный 

пр»норинонал|щмч 3
Детектор ионизирующем» излучения полупроводниковый во ксмальпый 24
Детектив ионизирующего излучении полупроводниковый коиверюрный 28
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый мозаичный 24
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый монолитный 27
Детектор ионизирующего излечения полупроводниковый однородный 15
Детектор ионизирующего излучение по.тулроводнико-ый планарный 23
Детектор нови тирующего излучения полупроводниковый повсрхносг- 

но-барьерный И
Детектор ионизирующею и «лучения полупроводниковый позиционный П
Детектор ноиизнрующею излучения полупроводниковый пролетный 10
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый радиационный 22
Детектор ионизирующею излучения полупроводниковый составной 23
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый с р—п струк­

турой 12
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый с р—с—п 

структурой 13
Детектор ионизирующею излучения полупроводииковый спектрометри­

ческий 7
Детектор ионизирующею излучения полупроводниковый с поверхно­

стным ti.ipi.cpoM 18
Детектор ионизирующего излучения полупроподниковмй счетный 8
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый токовый 5
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Детектор понтирующею излучении полупроводниковый усиливающий 
Диапазон рабочих напряжений полупроводниковою яегенюрл иони­

зирующего излучения
Диапазон рабочих напряжений 11Г1Д
Емкость полупроводникового детектора ионизируютею излучения 
Емкость ППД
Напряжение полупроводниковою детектора ионизирующею излуче­

ния максимально допустимое
I (агтряженне ППД максимально дик устное
Напряжение спсктромстричсско'.» полупроводникового детектора ио­

низирующего излучения оптимальное
Напряжение спектрометрического ППД оыпмальиое 
Область полупроводниковою детектора ионизирующею излучении чуп- 

стоительнав
Область Г1ПД чувствительная
Окно полупроводникового детектора непосредственно ионизирующею 

излучения входное
Окно ППД входное
Отношение ник-комптом спектрометрического полупроводникового де­

тектора ионизирующего излучения
Отношение Пик-Комптон ППД
Помехоустойчивость полупроводниковою детектора ионизирующею 

излучения радиационная
Помехоустойчивость ППД радии ланмая 
Г!ПД
ППД аналоговый
ППД временной
ППД диффузионный
IШ Д  диффузионно-дрейфовый
ППД дрейфовый
ППД ОЧГ
ППД импульсный
ППД импульсный пепропор| ]тнал|, юи 
ППД импульсный Нршк-рци.:
ППД коаксиальной
ППД конверторный
ППД MOuaiemuft
ППД .vuikkucthum
ППД однор-зддый
ППД ОЧГ
ППД планарный
IiIIД поверхностно-баphipnmi
ППД позиционный
ППД пролетный
ППД радиационный
ППД составной
ППД с р - п  структурой
ППД с p - f - n  структурой
ППД спектрометрический
ППД е поверхностным барьером
ППД счетный
ППД токовый
ППД усиливающий
ПШДВ ППД
П1Ш1В ППД
Разрешение полупроводниковою детектора ионизирующею излучения 

временное

17

.12
32 
35 
15

33
33

34 
34

29
29

Л
31

48
48

51
51

»
9 

<9 
21
20
18
2
4
3

24 
•28 
26 
27
15 
18 
23 
14 
П
10 
22
25 
;о 
1з
7

16 
в 
6 

17 
16 
45

49
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Разрешение ППД временное 49
Разрешение спек громегри чвСЮго полулроподпнкоиого детектора иони­

зирующего излучения энергетическое ни одной десятой высоты распре­
деления 46

Разрешение спектрометрического полупроводниковом» детектора иони­
зирующего излучения энергетическое на полувыспте распределении 45

Разрешение спектрометрического полупроводниковою детектора иони­
зирующего излучения энергетическое отиосителыюе 47

Разрешение саекi ронетрпосского ППД энергетическое <тюс1ггельнл« 47
Слой полупроводникового детектора ионизирующего излучения мерт­

вый 30
(-той ППД мертвый 30
Ток полупроводникового детектора ионизирующего излучения темповой 36
Тик ППД тем новой 36
Частота следований фоновых импульсов полупроводниковою детектора 

ионизирующего излучения средняя 39
Частот:» следования фоновых импульсов ППД средняя 39
Чувствительность полупроводникового детектора ионизирующего из­

лучения 40
Чувствительность ППД 40
Чувствительность полупроводниковом» детектора ионизирующею из­

лучения аналоговая 42
Чувспш.елыикмь ППД аналоговая 42
Чувстянте.и.носзь полупроводниковою детектора ионизирующего из­

лучения дискретная 41
Чувствительность ППД дискретная 41
Чувствительность спектрометрическою полупроводникового детектора 

ионизируипцею излучения 43
Чувствительность сгомрометрического ППД 43
Шум полу провоз пикового детектора ионизирующего и мучения 37
Шум ППД 37
Эквивалент толщины мертвого стоя полупроводникового детектора 

ионизирующею излучеиня энергетический 52
Экнншмслг толщины мертвого слоя ППД энергетический 52
Эквивалент шума 1толуи|М1Вопиинового детектора ионизирующею из­

лучения анерг етпчеекий 3$
Эквивалент шум.» ППД тнергетичсский 38
Эффективность собирания заряда полу«роводиико80го детектора иони­

зирующего излучения 53
Эффективность собирания заряда ППД 53
Эффективность спектрометрическою подул доводи иконою детектора 

и<иш тирующею и» лучения абсолют и а я 44
Эффективность «Тюк TpOMCIplHICCKOTO ППД абсолютная 44

АЛФАВИТНЫМ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

An*ikigce ll.Tlaleilerdclcklor _5
An&lleg/.eit cines Hnlblcilerdciekfor- 50
Dnnkclstrom c;nes HblbleiUTifetoklors 36
Durchsciiuss-I fdbleiicrdetckloi №
ItTnpfinrllichkcil fines. Jle!b4ilen!otek1ora 40
limpftndticlies Volumcn elnes IlnlWeilerdcleMors 29
I'rnstcr cincr llalblcilcrdeScUvoTK 31
llalbleiterdcleklo* I
H.ilblciterdciektor mil dilfundic» Jcr Sperrschicht 19
Halhloilrrdeicc’.oi Rlf( inrercr Versliirkung 17
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Hslbwcrtbrdte cities Halblciterdetektors 45
lmpulshalbiejierdetektor 2
Linearer lmpulshalbleiterdetcktor 3
Nichtlinearer Impuishalbleiterdctektor 4
Oberflachenspcrrschfchldetektor 14
Sclekiivitit cities Halbleiterdetektors 51
Strom-Halbleiterdetektor 6
Totalabsorptions-Nachweiswahrscheinlichkett 14
Verarmungschicht in cities Halbleilcrdetektor 30

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Amplifying semiconductor detector 17
Analougue semiconductor detector 5
Current semiconductor detector 6
Dark current of a semiconductor detector 36
Dead layer of a semiconductor detector 30
Diffused junction semiconductor detector 19
Full width at half maximum (PWHM) oi a semiconductor detector 45
Linear pulse semiconductor detector 3
Non-linear pulse semiconductor detector 1
Pulse semiconductor detector 2
Rise time of a semiconductor detector 50
Selectivity of a semiconductor detector 5i
Semiconductor detector 1
Sensitive volume of a semiconductor detector 29
Sensitivity of a semiconductor detector 40
Surface-barrier semiconductor detector 14
Transmission semiconductor detector 10
Total absorption detection effiency 44
Window of a semiconductor detector 31

АЛФАВИТНЫЙ указатель терминов НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

.Courrant d'cbscuritc d'un dctectcur scmi-sonductcur 36
Ddecteur semi-conducteur 1
Ditectcur semi-conducteur a amplification interne 17
Detecteur semi-conducteur h barrtere de surface 14
Dctccteur semi-conducteur a courant 6
Detecteur semi-conducteur a impulsions 2
Ddecteur semi-conducteur a impulsions, Hilaire 3
Detecteur semi-conducteur & impulsions, non llntaire 4
Ddecteur semi-conducteur a jonction djffusfe 19
Dctccleur semi-conducteur analogique 5
Ddectcur semi-conducteur a transmission 10
Fenfire d'un dctecteur scmi-conductcur 31
Largeur i  mit-hautcur (LMN) d’un dctecteur semi-condudeur 45
Rendement d'3bsorption totale de detection 44
Selectivity d'un dctecteur semi-condudeur 51
Scnsibilltto d'un dfetecteur semi-conducteur 40
Temps dc montee d'un ddecteur semi-conducteur 30
Volume utile d'un detecteur semi-conductcur 29
Zone morte d’un ddecteur semi-conducteur .'Ю



Стр. 14 ГОСТ 18137—81

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЛАСТИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Термин Определение

1. Контрольный параметр полу* 
проводникового детектора ионизи­
рующего излучения

Контрольный параметр ППД
2. Справочный параметр полу- 

проводиихопого детектора ио­
низирующего излучении

Справочный параметр ППД

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, необходимый и 
достаточный для достоверного контроля 
качества изготовления детектора 

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, необходимый 
потребителю для расчетов электронной ре­
гистрирующей аппаратуры, который привс- 
днгси в технических условиях, обеспечи­
вается конструкцией п технологией из­
готовления детектора и гарантируется изго­
товителем на основании измерений или рас­
четов

3. Радиометрический параметр 
полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения

Радио метрический параметр 
ППД
4. Электрический параметр полу­

проводникового детектора иони­
зирующего излучения

Электрический параметр 
ППД
5. Номинальная характеристика 

преобразования полупроводннково 
го детектора ионизирующего из­
лучения

Номинальная характеристика 
преобразования ПГТД

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, прямое измере­
ние которого производится в поле ионизи­
рующего излучения

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, прямое измере­
ние которого производится в отсутствии 
поля ионизирующего излучения

Номинально приписываемая полупровод­
никовому детектору ионизирующего излу­
чении зависимость информативного пара­
метра его выходного сигнала от значения 
физической величины, характеризующей ис­
точники или поле ионизирующих излуче­
ний, о котором находится детектор

G. Спектральная характеристика 
полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения

Спектральная характеристика 
ППД
7. Радиационная стойкость по- 

лупрпводпикопого детектора иони­
зирующего излучения

Радиационная стойкость 
ППД

Зависимость чувствительности полупро­
водникового детектора ионизирующего из­
лучения от энергии ионизирующих частей 
падающего иа детектор мсжозкергетическо- 
го излучения

Свойство полупроводникового дстекгора 
ионизирующего излучения сохранять свои 
параметры в пределах установленных норм 
после воздействия ионизирующего излуче­
ния, для регистрации которого детектор не 
предназначен
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Термин Определение

8. Предельно допустимое облу­
чение полупроводникового детекто­
ра ионизирующего излучении

Предельно допустимое облу­
чение ППД

9 Сигнальный вывод полупро­
водникового детектора ионизирую­
щего излучения

Сигнальный вывод ППД 
10. Коэффициент преобразова­

нии материала полупроводником 
го детектора ионизирующего из­
лучения

Коэффициент преобразовании 
материала ППД

Максимальная плотность потока ионизи­
рующих частиц или мощность экспозицион­
ной дозы фотонного излучении, при кото­
рых параметры полупроводникового детек­
тор* ионизирующего излучения сохраняют­
ся в пределах, установленных в технической 
документации на конкретный тип детектора 

Вывод полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения, электрически свя­
занный с его чувствительной областью

Физическая постоянная, численно равная 
отношению заряда, создаваемого в опре­
деленном объеме полупроводникового ма­
териала полупроводникового детектора ио­
низирующего излучении ионизирующей час­
тицей, к энергии, теряемой частицей п этом 
объеме.

П р и м е ч а н и е .  Для германии коэф­
фициент преобразования принят равным 
0.37 Кл/Дж (59 аКл/хэВ), дли крем­
ния— 0,22 Кл/Дж (45 сКл/кэВ)



Ф АТОМНАЯ ТЕХНИКА

Группа Ф00

И ягнение Л» I ГОСТ 18177—81 Детекторы коми 1И|>ующи\ излучений полупро­
водниковые. Термины и определении
Утверждено и вне не но в действие Постановлением Государственного комитета 
■С( < Р по стандартам от 06 07.87 J6 10.%

Дата введения 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить код. OKCTV 4361.
Вводную часть наложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанав 

лиьает термины и определении понятий в области полупроводниковых детекто­
ры ионизирующих излучений

1 ермины. установленные настоящим стандартом. обязательны для прииске- 
».»•- но исех видах документации и ляп-рптуры, входящих в сферу действия стаи- 

дагтизацин или использующих результаты этой деятельности.
). Стандартизованные термины е определениями приведены в табл. 1.
2. Для каждого понятии установлен один стандартизованный термин,
Применение терминов синонимов стандартизованного термина нс допуска

|ЧС“
J 1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. I приведена я ха- 

•к».не справочных кражне формы, которые разрешается применять в случаях, 
исключающих возможность их различною -толкования.

22. Приведенные определении можно при необходимости изменять, вводя в 
и». производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, 
указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не долж­
ны арушигь объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2 3. В таол. I в качечпно справочных приведены иноязычные эквиваленты для 
Г-»-! стандартизованных терминов па немецким (D). английском (Е) и француз- 
ск«« |F) языках

•I. Алфавитные указатели содержащихся и стандарте терминов па русском 
з > i.e и их иноязычных зкпивалеятоя приведены и табл. 2 5.

-1. Термины и определения общих понятий, используемых а области полупро- 
s- .чиповых детекторов ионизирующих излучений приведены и справочном при- 
я 11 нии.

5. Стандартизованные термины набраны полунощным шрифтом, их краткая 
j-  *ма - светлым, а недопустимые синонимы курсивом

Таблицу дополнить цпчс|м>ч I
( Продолжение с л t г. 410)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18177—Щ>
Таблица 1. Иноязычные эквиваленты для па. 30, 36. 45 и 50 изложить в но­

вой редакции:
<30. D. Unempfmdlkhc Schkbt cines Halblcilcrdctcktors

E. Total detector dead layer ot a semiconductor detector
F. Zone mortc totale d'un dctecteur semi-condueteur 

36. E Leakage current of a semiconductor detector
F. Courant de fulle d'un dctecteur scmi-conducteur 

45. E. Energy resolution (FVVHM) of a semiconductor detector 
F. Resolution cu utcrgic (LMH) d'un detecteur semi conducteur 

50. E. Semiconductor defector electrics! rise time
F. Tempo de montce electrique d'un dctecteur scmi-conducteur».

Графа «Определение». Для термина 44 заменить слово: «количеству» по 
«числу»;

дополнить терминами — 26а, 54-

I ермим Определение

2йа Запоминающий полупровод- 
ннковый детектор ионизиру­
ющего излучения
Запоминающий ИПд

54. Дискретная эффективность 
полупроводникового детек­

тора ионизирующего из­
лучения
Дискретная эффективность 

ППл

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, информационным парамет­
ром ноторого является долговременное ид. 
менеиие одной из характеристик, возникаю­
щее вследствие взаимодействия иолнзнру 
юшего излучения с полупроводниковым 
материалом детектора 

Выраженное в процентах отношение чис­
ла импульсов, возникающих на сигнальных 
выводах полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, к числу ионизи­
рующих частиц, упавших на определенную 
поверхность внешнего контура детектора

Алфавитный указатель - cpvhiiob на русском языке оформить таблицей 2 и 
дополнить терминами п алфанитном порядке.

(Продолжение ем. с. i l l }



(Продолжение изменения к ГОСТ IS 177—81)

1 срИНП Номер
термина

Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый запо­
минающий

11П.1 запоминающий
Эффективность полупроводникового детектора ионизирующею

28а
28а

«алучгаия дискретная
Эффективность ППд дискретная

54
54

Алфавитный указатель терминов на немецком языке оформить таблицей 3; 
термин 30 изложить в новой редакции.

Т е р м и н Н о м е р
те р м и н а

U n c m p f u K l i i c h o  S c h i c h t  e r n e s  H a l l» l« iu - r d <  U - L lo rs 3 0

Алфавитный указатель терминов на английском языке оформить таблицей 4; 
теркнны 30,36. 45. 50 изложить и НОВОЙ редакции-

Термин It «Мер термина

Energy resolution (FWHM) of a semiconductor detector 
Leakage current of a semiconductor detector 
Semiconductor detector electrical rise time 
Total detector dead layer of a semiconductor detector

45
36
50
30

(Продолжение см. с. 412)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18177—31У 
Алфавитный указатель терминов на французском языке оформить табли­

цей 5;
термины 30, 36. 45, 50 изложить в новой редакции:

Т ермии Мшвср
термин*

Courant de fulle d'uп dctcclctir semi conducteur 
Resolution en energie (LMH) d'un dctocleur seini-conduclcur 
Tempo <le montce cloctriquc d’un detecIcor semi conducteur 
Zone mode totale d’un detecieur scml-conducleur

Справочное приложение. Графа «Определение» Термин 10. Пр 
менять единицу: сКл/кзВ на яКд/кэВ; 

дополнить терминами >11,12:

36
45
5Ф
30

нмечание За-

Т «(• мин Опреатлтинт

11. Длительность фронта нарас­
тании сигнала детектора

12. Радиационный ресурс

(ИУС

Интервал времени, п течение которого 
импульс заряда (напряжения) на выходных 
электродах полупроводникового детекто­
ра ионизирующего излучения нарастает от 
нули до половины своего максимального 
значения

Максимальная доза основного ионизиру­
ющего излучения, на регистрацию которо­
го рассчитан детектор, после воздействии 
которого у гамма-процентной доли совокуп­
ности детекторов данного типа электричес­
кие н радиометрические параметры сохра­
няются в пределах норм, установленных для 
минимальной наработки

Jft II 1987 г.)
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